Ly UNTES

Ukz1ad zawiera osiem przerzutnikéw‘typu zatrzask Jatch/
z niezaleznymi odmioma wyjéciami 1Q + 8Q /réwnolegie
wyj4cie danych/ i jednym wspélnym wejéciem DI - DATA
INPUT /szeregowe wejécie danych/.Kazdy z przerzutnikéw
moze byé indywidualnie adresowany 3-bitowym slowem a-
dresowym podanym na wej$cia AO = A2' ‘
Wysoki stan wejécia WE /WITE ENABLE/ zamyka wejScie DI
/DATA INPUT/.

Wejscie CIR /CLEAR/ w stanie wysokim zeruje zawarto$é
wszystkich oémiu przerzutnikéw.

MCY 74724N
MCY 64724N

Osmiobitowy adresowalny
przerzutnik typu zatrzask

Informacja wstepna

MSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

Uktad wyprowadzen Tabela funkcji i stanéw logicznych
We jJécia Funkc je uktadu
Upp CLR WE DI 80 7G 60 50 WE | CIR PRZERZUTNIK PRZERZUTNIK
[ie] 5] [} (3] [21 [] fol [s] ADRESOWANY NIEADRESOWANY
0 0 POWTARZA DANE PAMIETA
7 WEJSCIA DI | POPRZEDNI STAN
D _
SPEINIA FUNECJE MULTIPLEKSERA 1z 8
0 1 POWTARZA DANE ZERUJE
O BTG &G E Z WEJSCIA DI ZAWARTOSC
Ag Ay A 10 20 30 4@ Ugg 1 o] PAMIETA POPRZEDNI STAN
ZERUJE ZAWARTOS(G

74724 1 1

Parametry dopuszczalne

/USS = 0VvV/
Wartosé
Oznaczenle Nazwa Jedn.
min . max
UDD Napiecie zasllania \2 -0,5 +20
Uy Napiecie we jéciowe v ~0,5 Upp + 0,5
II Prad wejsciowy mA -10 +10
PD Moo rozpraszana mW 500
tamb Temperatura otoczenia w czasie
praocy
MCY 74....N °c -40 +85
MCY 64....N °¢ 0 +70
tstg Temperatura przechowywania OC =55 +125
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Parametry charakterystyczne statyczne

Warto4é Warunki pomiaru
QOena- Nazwa Jedn.| ¢ 25%¢ t
osenie ) apb min anb max Uy u() Ypp
win Bax min typ | max min BAX [V] [v] [V]
1 Prod zasilania . .
D L :dtanio e 5 0,04 5 150 035 5
e " 10 0,04 10 300 J0310 10
20 0,04 20 600 ]0;15% 15
100 0,08 | 100 3000 |0;20 20
U Napieoie wej- 3,9 3,5 3,5 0,934,5 5
IH ’ ’ ’ 1934,
:;:g;:.' stanie v 7 7 7 139 10
11 11 11 1,5§43,% 19 .
] Napigois wej- 1,5 0,534,% 5
IL ’ 1,5 1,5 [ERLTY
3:::; w stanie v 3 3 3 159 10
& 4 4 1,9313,9% 19
1 Prad wejdoiowy A +0y4 ﬁ1°-5 +0,1 2t loj18 18
UOH FNapigolie wyj- )
5;:::;-‘ stanie v |Upp=0,05 Upp~0s93| Upp Upp-0503 03Uy 5310319
UOI. Kapigole wyj-
:ﬁg: w stanie v 0,0% 0o (0,05 0,05 O;UDm 5310319
Ion Prad wyléolowy ~0,64 ~0,51 -1 -0,36 035 4,_6 5
w starile wysokim at -2 -1,6 -3,2 1,15 0;5 2,% s
-1,6 —1,3 2,6 -0,9 0;10 9,5 10
4,2 3,4 6,8 -2,4 0319 13,5 15
I Prad wyjsciowy 0,64 0,51 1 0,36 0;:% 0,4 5
oL w stanie niekim
mA 1,6 1,3 2,6 0,9 0;10 0,5 10
4,2 3,k 6,8 2,4 0345 1,3 13
. o]
tamd min " -40°0 dla MCY 64....; 0°C dla WY 7h....
tanb max = *65°C dla MCY 64....; +70°C dla MCY 74....
Parametry charakterystyczne dynamiczne
(o]
[tamp = +25°Cy t = t, = 20 ns, C; = 50 PP, Ry== 200 xR/
wartoéé Warunki
Ozna; Nazwa Jedn. pomiaru
czenile typ nax Up [V]
tPLH Czas propagacji zmiany sy- 200 400 5
gnaiu z niskiego na wysoki DI nQ | ns 75 150 10
1;PHL Czas propagacji smiany sy- n/ 50 100 15
gnalu 2 wysokiego na niski -
_ 200 400 5
WE —= nQ
s27 | »s 80 160 40
60 120 15
22% 450 5
An—1"‘/g‘} ns 100 200 10
75 150 15
tpm, Czas propagacjl zmiany sr- 178 350 5
gnatu z wysokiego na niski CIR—nQ } | 80 4160 10
/3/
65 130 15
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cd. tadbl.
Wartosé Wargnki
Ozna~ Na 8 Jedn. pomiliaru
ogzenie i typ max Upp [V]
t Czas narastania gzbocza sy- 100 200 5
TLH gnaléw wyj)sciowyoh ns 50 100 10
t Cezas opadania zbooza sygna-~ 40 80 15
THL 1éw wyjsciowyoh
% Minimalna sgerokoéé impulséw 100 200 - 5
¥ min o2 | ne 50 100 10
40 80 15
200 400 5
Apaq - ns 100 200 10
/8/ - 65 | 125 15
75 150 5
CLR /5 | ne 40 75 10
25 50 15
t Czas przygotowania danych _ 50 100 5
50U we jSciowych przed prazyj- DI — WE ns 25 50 10
$ciem narastajgcego sbooza /6/
sygnalu sapisu WB 20 35 15
tH Czas preetrzymywania danych — 75 150 5
we jéciowych po przejdoiu DI — WE ns 40 75 10
nnrastajchip gbocga sygna- /7/
Iu gapisu ) 25 50 15
cI Pojemnosé wejsciowa PF 5 T45
n=14+428
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Zaletnoici czasowe i definicje parametrdw dynamicznych



